(D Germanium-pnp-HF-Transistor

GF 129

Der HF-Transistor GF 129 ist ein diffusionslegierter Ge-pnp-Transistor in der
Bauform A 1 nach TGL 11811 (entspricht =~ TO-18-Gehiuse). Der Transistor
ist vornehmlich zum Einsatz in MW-Vor- und -Mischstufen sowle in AM-ZF-
Stufen vorgesehen.

Statische Kennwerte (fir &, = 15°C — 5 grd)

—lepg =25-CT75uA bei—Ucg = 6V
—Uerao = 15Y bei —lcpo = 100 A
_UEB-D =05V bei _IEEC' = 100 !.I'.ﬂu

Dynamische Kennwerte (fir i, = 25°C)

Stromverstarkung in Emitterschaltung
B =40 bei —Upg =6V, —lg =1mA

Ubergangsfrequenz
fr = 75 MHz
bei —Upg =6V, —lg =1mA

Vierpolparameter
B11e = ﬂ.ﬁ m5 C1'2| 2 1.5 PF
s::t‘-- 61?9.5 | Yﬂ.! = 18 mS
bei —Ueg =6V, —lg =05mA, =1 MHz

MeBanordnung zur Bestimmung der YF-Leistungsverstirkung
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Bel f = 100 MHz, —Urg = 6V, —lz = 1 mA,
ergibt sich die Leistungsverstarkung ausgewertet nach

u |t R
Voo = 4 el

4 | ;! H'I

Ty = 3,3nF Ly = Drossel; 10 uH
Cy = 3,3 nF Ly = 3,5Wdg.; 6 mm ¢
Cy=4...16 pF versilb. Cu-Draht;
Cy = 3,3nF 08mm o

R, = 560

Ry ist so zu bemessen, dafl sich ein Gesamtausgangswider-
stand von R, = 3 ki} ergibt.
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Grenzwerte (lir &, 45 °C)

—lUeg =25Y¥
—Urg =20V
—Ugg = 1V
—lg =10mA
g =11mA
g = 1mA
Pe = 30 mW
h, =75"C
h, =88°C

{gile fiir die Typen GF 129 — 131)



